C30B

SECCION C — SECCION C — QUIMICA; METALURGIA

C30 CRECIMIENTO DE CRISTALES[3]

C30B CRECIMIENTO DE MONOCRISTALES (por sobrepresion, p. ¢. para la formacion de diamantes B01J3/06);
SOLIDIFICACION UNIDIRECCIONAL DE MATERIALES EUTECTICOS O SEPARACION UNIDIRECCIONAL DE
MATERIALES EUTECTOIDES; AFINAMIENTO DE MATERIALES POR FUSION DE ZONA (afinamiento por fusién de
zona de metales o aeaciones C22B); PRODUCCION DE MATERIALES POLICRISTALINOS HOMOGENEOS DE
ESTRUCTURA DETERMINADA (colada de metales, colada de otras sustancias por los mismos procedimientos o aparatos
B22D; trabgjo de materias pléasticas B29; modificacion de la estructura fisica de metales o aeaciones C21D, C22F);
MONOCRISTALES O MATERIALES POLICRISTALINOS HOMOGENEOS DE ESTRUCTURA DETERMINADA,;
TRATAMIENTO POSTERIOR DE MONOCRISTALES O DE MATERIALES POLICRISTALINOS HOMOGENEQOS DE
ESTRUCTURA DETERMINADA (para la fabricacion de dispositivos semiconductores o de sus partes constitutivas HO1L);
APARATOSPARA ESTOSEFECTOS|[3]
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